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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та
телуриду олова.

2. Оbtaining, Surface Morphology and Thermoelectric Properties of Thin Films Based on LAST and Tin Telluride.

Реферат:
1. На основі масиву експериментальних даних і проведених теоретичних розрахунків зроблено аналіз
морфології поверхні, впливу технології одержання тонких плівок на товщинні залежності термоелектричних
параметрів на основі LAST та SnTe. Дослідженно як впливає дифузне і дзеркальне розсіювання на міжфазних
межах. На основі експерементальних даних залежності питомої електропровідності від товщини
встановлено, що у плівках на зі слюдяних підкладках реалізується дифузно-дзеркальний механізм розсіяння



носіїв струму, а у плівках на підкладках з ситалу механізм розсіяння носіїв струму повністю дифузний. А
також, одержані зразки мають достатньо високі значення коефіцієнта Зеєбека, через невисоку питому
електропровідність. Також слід звернути увагу на товщинну залежність термоелектричної потужності, яка
демонструє чіткій максимум при товщині близько 320-400 нм. Зростання термоелектричної добротності
пов’язано з покращенням структурної досконалості плівок, що призводить до зменшення впливу
розсіювання на межах зерен, і значного підвищення питомої електропровідності. Встановлено залежність
термоелектричних параметрів: провідності, рухливості носіїв струму та питомої термоелектричної
потужності від технологічних факторів отримання: температури та товщини плівок складів різних складів.
Показано, високі значення термоелектричних параметрів досліджуваних парофазних конденсатів станум
телуриду порівняно із масивними зразками. Останнє робить їх перспективним у термоелектричних
мікромодулях для створення р-віток.

2. Complex experimental investigations and theoretical calculations allowed analyzing the surface morphology, the
influence of method of obtaining of thin films on the base of LAST and SnTe on thickness properties of their
thermoelectrical parameters. Based on the study of the dependence of the specific electrical conductivity on the
thickness, it was found that in films on mica substrates the diffuse-mirror scattering mechanism of current
carriers is realized, and in films on sieve substrates the scattering mechanism of current carriers is completely
diffuse . In addition, the studied samples have a fairly high values of the Seebeck coefficient, due to the low specific
conductivity up to. One should also pay attention to the thickness dependence of the thermoelectric power, which
shows a clear maximum at a thickness of about 320-400 nm. The increase in thermoelectric quality factor is
associated with an improvement in the structural perfection of the films, which leads to a decrease in the
scattering effect at the grain boundaries and a significant increase in the specific conductivity. The dependence of
the electrical conductivity, mobility of charge carriers and specific thermoelectric power on the temperature and
thickness of the films compounds has been studied. High values of thermoelectric parameters of the investigated
vapor-phase condensates of the tin telluride were obtained in comparison with volume samples. Thus, in
particular, the Seebeck coefficient reaches values, and the specific thermoelectric power. The latter makes them a
promising material for thermoelectric micromodules to create p-branches.
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